Naleznéete pracovni bod fotodiody pracujici ve fotovoltaickem rezimu.
Zadano R =100 kQ, ¢ = 5SmW/cm?2.
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Fotovoltaicky rezim: fotodioda pracuje jako zdroj (s paralelné zapojenym
odporem-zatézi). Obvod je popsan rovnici U,+R*1,=0.

Reseni: P, lezi na prusecCiku charakteristiky fotodiody o vrstevnici
¢ = 5mW/cm? a grafu rovnice U,+R*l,=0 (oznaceno R). Prusecik lezi ve
4.kvadrantu.

P,=[-6,5 uA, 0,65V, 5 mW/cm?]



Naleznete pracovni bod fotodiody pracujici ve fotovodivostnim rezimu.
Zadano U .= 5V, R =100 kQ, ¢ = 5mW/cm?.
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Fotovodivostni rezim: fotodioda pracuje jako pasivni soucastka (ve smycce
je v sérii zapojen odpor R a zdroj U.). Obvod je popsan rovnici zatézovaci
primky Uce= U R,

Zatezovaci pfimka prochazi bodem napéti naprazdno [U;= U, |, =0] a
proud nakratko [l =-50pA, U,=0], ktery lezi mimo graf. Nahradime jej bodem
[-10uA, -4V], ktery dostaneme pro Al = 10uA, AU = R-Al =10°-10~=1 V.
P, =[-10 pA, -4 V, 5mW/cm?].



Nastaveni pracovniho bodu tranzistoru JFET
Nastaveni pracovniho bodu pro U;4=0 tranzistor BF245B | 45= 9nA, l555=10mA
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Pro zapojeni vievo Ugs—0 nebot |;5s=5nA vyvola zanedbatelny ubytek na
odporu Rg. Zapojeni odporu R; umoznuje privedeni signalu do hradla
tranzistoru.



Tranzistoru JFET jako zdroj proudu
tranzistor BF245B |555= 9NA, I555=10mA
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V daném zapojeni U;—0.

Zapojeni vlevo. Pokud Upp>Upg o , tak je tranzistor v saturaci a chova se jako zdroj
proudu, jehoz hodnota je rovna l5ss=10mA (l55s=1,@U55=0V).

Zapojeni vpravo. Pokud plati Uyp>Upg . tUgp > tak tranzistor zustava v saturaci a
chova se jako zdroj proudu, jehoz hodnota je rovna I;gg=10mA (lyss=I;@Ugs=0V).



Nastaveni pracovniho bodu tranzistoru JFET
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Nastaveni pracovniho bodu zesilovace ve tridé A. Proud |, vyvolava na
odporu Rg ubytek Ugs=Il,.Rs Vzhledem k tomu, ze U,=0, je napeti Ugg= -I5Rs.
Vznika zaporné napeti Ugg, kterym se priskrti kanal tranzistoru.

Napriklad poZadujeme pfi Ugy=20V, Uys=Uy,/2=10V a |;= 4mA, coz dle
charakteristiky vyzaduje Ugq= —1,5V.

Navrh Rg=Ugrs/lp=—Ugs/Ip=1,5/4.10-3= 375Q.

Navrh Rp=(Upp—Ups—Ugrs)/15=(20-10-1,5)/4.10-3 = 2,2kQ



Tranzistor JFET odecCet hodnoty strmosti (y,,s=g,,) v pracovnim bodé

z vystupni charakteristiky z prevodni charakteristiky
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Zesilovac tfidy A s tranzistorem JFET. Zadano U,,=20V, Ry=2,2kQ, Rg=375Q,
Rs=1MQ, u,,~10mV, f=20Hz..20kHz, R,= 100 kQ. Urcete hodnoty C,,,, C,,,,

C; tak, aby zesileni zesilovaCe v danem frekvenCnim pasmu nezaviselo na
kmitoCtu. UrCete hodntoty u,,;, R, @ R
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Stanoveni meznich parametru tyristoru

a) U.-=400V, R,=100Q). Jedna se o stejnosmérny
obvod, tyristor mUze pracovat pouze v blokovacim
a propustném rezimu, Ugg,, tedy nehraje roli.

Upry > Uge= 400 (V),
vy > (Use=Ur) / R,=(400-1,7)/100=4 (A)

RZ
b) U_=230V/50Hz, R,=100Q. Tyristor muze U,
pracovat v propustném, zaverném a blokovacim Ual Ty

rezimu.

Upr=Urrn U, V2=230.1,414 = 325 (V),
|ty > 72 (U,-Up)/R=%4 (230-1,7)/100=1,15(A)



Nakreslete priklady vnitrniho zapojeni logickych hradel v technologii CMOS, realizujicich
funkce NOT, dvouvstupovy NAND a dvouvstupovy NOR, a odvodte jejich pravdivostni
tabulky. UvaZzujte soustavu pracujici s pozitivni logikou a s kladnym napajecim napétim.
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Je-li signal A v urovni log 0, vede tranzistor Q2, tranzistor
Q1 nevede a vystup X je v urovni +Uy,, Cili X=log 1. Je-i
A=log 1, je vodivy tranzistor Q1, Q2 nevede a vystup je
X=log 0.

Je-li A=log 1 nebo B=log 1, je vodivy tranzistor Q2 nebo
Q1 a soucasné je nevodivy bud tranzistor Q3 nebo Q4,
takZe v obou pfipadech je vystup ve stavu X=log O.
Pouze pokud jsou oba vstupy souc¢asné A=B=log 0, jsou
tranzistory Q1 i Q2 souCasné nevodivé a zaroven
tranzistory Q3 i Q4 soucasné vodivé, takze vystup X=log
1. Agresivni vstupni hodnotou je tedy log 1, coz
odpovida logickemu souctu, a vystup je zaroven
negovan. Hradlo tedy pracuje jako negovany soucet
neboli NOR.

Je-li A=log 0 nebo B=log 0, je tranzistor Q2 nebo Q1
nevodivy a zaroven tranzistor Q4 nebo Q3 vodivy, takze
vystup je ve stavu X=log 1. Pouze pokud je souCasné
A=B=log 1, jsou Q1 i Q2 sou€asné vodivé a Q3 i Q4
nevodive, takze vystup X=log 0. Agresivni vstupni
hodnotou je tedy log 0, coz odpovida logickému soucinu,
a vystup je zaroven negovan. Hradlo tedy pracuje jako
negovany soucin neboli NAND.



